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Die f olgenden Angaben eind d«n vom Anmelder etngereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<§) Verfahren zur Herstellung von Abstandsoxidschlchten 

<§) Verfahren zur Herstellung von Abstandeoxidechichten 
an den Seitenwanden von Faldeffekt-Transistoren mit dan 
folgenden Schritten: namlich Ausbifden von Steueretek- 
troden (5c, 5d, 5e) aus Polysiliztum auf einem Halbleiter- 
substret U), dia jeweils durch erne Gate-Oxidschtcht (4c, 
4d, 4e) von dam Halbloitersubstrat (1 ) getrennt tiogen, ln> 
plantieren von lonen in die Seitenwande der gebildeten 
Steuereiektroden (5c, 5d, 5a), wobei die tmpUntierten lo- 
nen die Oxidationsrate des Polysiliziums erhdhen, ther- 
misches Oxidiaran dor implantiartan Steuereiektroden 
(5c, 5d, 5a) mit elnar bastimmten Oxidatlonstemperatur 
zur Ausbtldung der Abstandsoxidschichten (7). 
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[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von AbsrancUoxirUchichten an Seitenwanden von Feld- 
ctTeki-Transistoren, insbesondere von DRAM-Feideffekt- 
Transistoren. 

[0002] Abstandsoxidschichtcn an den Seitenwanden von 
Steuerelektroden eines Feldeffekr-Transtsiors verrnindem 
die Oberlappungskapazitat zwischen der Steuer- bzw. Gaie- 
Elektrode und Drain- bzw. Source- Bereichen des Halbleiter- 
substrate. Daruber hinaus vcrhindcm Abstandsoxidschich- 
tcn an den Seitenwanden der (late-Elektrode KurzschMsse 
zwischen Gate-Elektrode und dein Halbleitersubstrat 
[0003] Die Abstandsoxidschichten bzw. SWOX (SWOX: 
Side Wall Oxide) werden berkommlicherweise Qbcr den ak- 
tiven Dotierungsbereichen, bspw. den Source- und Drain- 
Bereichen des Feldeffekt Transistors aufgewachsen. Das 
Aufwachscn der Abstandsoxidschichtcn an den Seitenwan- 
den der Gate-Elektrode erfolgt miuels thetmiscber Oxidie- 
rung der Gate-Elektrode, Wahrend der thennischen Oxida- 20 
lion der Steuer- bzw. Gate-Elektrode wird gleichzeitig eine 
Oxidschicht auf den frei liegenden FlSchen des Halbieiter- 
subsirats zwischen den Gate-Elektroden aufgewachsen. 
Dicse auf dem Boden zwischen den Steuerelektroden aufge- 
waehsene Oxidschicht diem zur Abbransung von Implan- 25 
tierungsionen bei spateren Implantierungsscbritten zur Aus- 
bitdung der Source- und Drain-Bereiche. Damit die ttber- 
iappungskapazitat zwischen den Gate-Elektrode und den 
Drain- bzw. Source-Bereichen moglichst gering ist isi es 
wiinschensweri, dass die Dicke der Abstandsoxidschichtcn 30 
an den Seitenwanden der Gate-Elektroden reiaiiv gross sind. 
wahrend die Dicke der Abbremsoxidschichten auf dem Bo- 
denfiachen zwischen den Gate-Elektroden relaliv gering 
sein muss, damit die Energie zur Implaniierung der Implan- 
ueruagsionen zur Ausbildung der Source- und Drain-Berei- 
che nicht zu gross wird. Eine grossere Dicke der Abstands- 
oxidschichl im Vergleich zu der Dicke der Abbremsoxid- 
schichten wird bisher durch die Implaniierung von Stick- 
stoffionen in die Bodenflachen zwischen den Gate-Elektro- 
den erreichL 

[0004] Die Fig. la, lb zcigen scheuiatisch die Nforgehens- 
weisen zur Herstellung von Abstandsoxidschichten und Ab- 
bremsoxidschichten mit unterschiedlichen Dicken nach dem 
Stand der Technik 
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(0007] Diese Aufgabe wird sinngemafl durch ein Verfah- 
ren mit dem in Patentansprucb 1 angegebenen Mcrkmaleo 
gefcst 

[0008} Die Hrfinriung schafft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Abstandsoxidschichten an den Seitenwanden von 
Felteffekt-Transistoren mil den folgenden Schritten: 

(a) Ausbikten von Steuerelekuoden aus Poiysilizium 
auf einem Halbleitersubstrat die Jewells durch eine 
Gate-Oxidschicht von dem Halbleitersubstrat getrennt 
liegen; 

(b) Implantieren von Ionen in die Seitenwande der ge- 
bildeten Steuerelekuoden, wobet die implantierten Io- 
nen die Oxidationsraie des Polvsiliziums erhahea; und 
thermisches Oxidierender implanrierten Steuerelektro- 
den mit einer bestimmten Temperatur zur Ausbildung 
der Abstandsoxidschichten. Bei dem erfindungsgema- 
Bcn HcrstcUungsvcrfahrcn werden die Ionen vorzugs- 
weise unter einem bestimmien einstellbaren Implantie- 
rungswinkel in Bezug auf die Seitenwande implantiert 

[0009] Die Steuerelektroden werden vorzugsweise mit ei- 
ner bestimmten Hone und mil einem bestimmten Abstand 
zueinander ausgebildet. 

[0010] Der Iiuplanlierungswinkel wird dabei vorzugs- 
weise kleiner als ein ntaximaler Implanuerungswinkel ein- 
gesteiU, wobei der maxirnalc Implantierungswinkel von der 
Kohe der ausgebildeten Steuerelektroden und dem Abstand 
zwischen den Steuerelektroden abhangt 
[00U ] Bei einer besonders bevorzugten AusfUhrungsform 
des erfindungsgem&BeD Herstellungsverfahrens sind die in 
den Seitenwanden implantierten Ionen Fluorionen und/oder 
Argonionen. Beini thennischen Oxidicren der implantierten 
Steuerelektroden werden vorzugsweise zusatzlich Ab- 
bremsoxidschichten zwischen den Steuerelektroden auf 
dem Halbleitersubstrat ausgebildet. durch die Ionen zur 
Ausbildung der Source- und Drain-Bereiche der Feldeffekt- 
Transistoren bei einem Implan tierungsvorgang abgebremsi 
werden. 

10012] Die Dicke der Abbiemsoxidschicht ist dabei vor- 
zugsweise geringer als die Dicke der Abstandsoxidschicht. 
[0013] Die Feldeffekt-Transistorcn bilden vorzugsweise 
einen DRAM-Speichet 

[0014] Im Weiteren werden bevorzugte Ausbildungen des 



[0005] Wie man aus Fig. la erkennen kann, werden hierzu 45 erftndungsgemaBen Herstellungsverfahrens unter Bezug- 



herkommHcherweise Stickstoffionen parallel zu den Seiten- 
wanden der Steuerelektroden in die Bodenfiachen des Halb- 
leitersubstrats implanliert, Durch die Implanuerung von 
Stickstoffionen wird die Oxidationsrate des Halbleirersub- 
strats beim thermischen Oxidationsvorgang verringerL Wird 
das derart mit Stickstoffionen irapUntierte Halbleitersub- 
strat und die darauf ausgebildeten Gate- bzw. Steuerelektro- 
den einem thermisch Oxidationsprozess ausgesetzt, entsteht 
an den SeitenwSnden der Gate- bzw. Steuerelektroden eine 
Abstandsoxidschicht mit der Dicke D, die grower ist als die 
Dicke d der Abbremsoxidschichten am Boden zwischen den 
Steuerelektroden. Der Nachteil bei diesem herkOnunlichen 
Verfahren besteht darin, dass die in dem Halbleitersubstrat 
implantierten Stickstoffionen bei nachfolgenden thermi 
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nahme auf die beigefugten Figuren zur Erlauterung erfin- 
dungswesentlicher Merkmale beschrieben. 
[0015] Es zeigen: 

[0016] Fig, la, lb ein HersteUungsverfahren zur Herstel- 
lung von Abstandsoxidschichten nach dem Stand der Tech- 
ntk; 

[0017] Fig. 2a, 2b Schnittansichten zur Erlauterung des 
erfindungsgemafieo Herstellungsverfahrens; 
[0018] Fig. 3 eine schematische Ansicht zur Erlauterung 
des maximalen Impiantierungswinkels. 
[0019] Im Weiteren wird beispielhaft die Herstellung von 
Abstandsoxidschichten an Seitenwanden von Feldeffekt- 
Transistorcn des DRAM-Speicbers anhand der Fig. 2a, 2b 
beschrieben. Der DRAM-Speicher besteht aus einem • 



schen Oxidauonsschritten diffundieren und die elektrischen 60 DRAM-Speicherfeld und einer Anschlusslogik. Sowohi das 



Eigenschaften des Feldeffekt-Transistors verschlechtem. 
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorUegenden Erfin- 
dung ein HersteUungsverfahren zur Herstellung von Ab- 
standsoxidschichten an den Seitenwanden von Feldeffekt- 
Transistorcn zu schaffco, bei der die Dicke der Abstands- 
oxidschichten einstelibar ist, ohne dass die elektrischen Ei- 
genschaften des Feldeffekt-Transistors beeintrSchugt wer- 
den. 



DRAM-Speicherfeld als auch die Anschlusslogik werden 
durch Feldeffeki-Transistoren implementiert. Zur Herstel- 
lung des DRAM-Speicbers wird zunachst ein (nicht darge- 
stellter) Isoladonsgraben ausgebildet und in dem Haibieiter- 
65 substrat 1 werden durch Implaniierung cine p-Wannc 2 und 
eine n-Wanne 3 ausgebildet Zwischen den beiden Wannen 
2. 3 wird ein Isoliergraben (STI: Shallow Trench Isolation) 
ausgebildet In weiteren Schriuen werden die Gate-Oxid* 



